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近年、T’構造を有する電子ドープ型銅酸化物において、キャリアをドープしない母物質で超伝

導が発現し、注目を集めている[1]。高圧相の無限層銅酸化物は、T’構造と同じ Cu の平面 4 配位

構造を有し、元素を置換して電子をドープすると Tc ~ 40 K の超伝導が発現する[2]。母物質におい

ても還元アニールを施した無限層の薄膜で超伝導が発現すると報告された[3]が、最近、酸素アニ

ールを施すことで超伝導が発現するとの報告もあり[4]、詳細は明らかではない。そこで我々は、

無限層銅酸化物の電子状態を明らかにするために、常圧合成が可能な無限層の

(Ca0.85Sr0.15)1-xLaxCuO2 (CSLCO)の薄膜を作製し、ポストアニールによる電子状態の変化を調べた。 

CSLCO(x = 0, 0.10)の薄膜は、Puslsed Laser Deposition(PLD)法を用いて LSAT基板上に作製した。

X 線回折の結果、c 軸に配向して成長していることがわかった。また、La 置換とともに c 軸長が

増加することから、c軸配向した CSLCO(x = 0, 0.10)の無限層薄膜の作製に成功したと言える。 

図に、還元した x = 0, 0.10における電気抵抗率の温度依存性を示す。x = 0では還元により電気

抵抗率が上昇したことから、As-grown薄膜

中に CuO2 面内の酸素欠損が多く含まれて

いたことが示唆される。一方、x = 0.10では

還元により電気抵抗が二桁程度減少した。

このことから、La を置換した As-grown 薄

膜には過剰酸素が混入しており、還元によ

って除去されたために電気伝導性が向上し

たと考えられる。 
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図. (Ca0.85Sr0.15)1-xLaxCuO2 (x = 0, 0.10)における 

   ab面内電気抵抗率の温度依存性. 
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